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(54) THIẾT BỊ QUANG ĐIỆN
(57)  Sáng chế này đề cập tới các phương pháp để làm sạch bề mặt và việc thụ động hóa 
của các chất hấp thụ PV, như các đế CdTe có thể được sử dụng trong các tế bào pin mặt 
trời được sử dụng trong thiết bị quang điện, và các thiết bị quang điện được tạo ra bởi các 
phương pháp này. Theo một số phương án thực hiện, phương pháp bao gồm các bước 
phóng plasma nguồn ion lớp anôt (anode layer ion source - ALIS) để làm sạch và oxi hóa 
bề mặt CdTe để tạo ra lớp oxit mỏng giữa lớp CdTe và lớp tiếp xúc sau (các lớp tiếp xúc) 
sau đó.
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